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まず， CaF2/GaAs や A1203/GaAs 構造および A1203/InP 構造の界面原子構造の高エネルギーイオン散乱法によ
る研究の成果について述べた。測定データの定量的な解釈のためのコンビューターシミュレーションの結果について
述べ，実験結果と比較し，それぞれの界面原子の乱れについて，定量的に明らかにした。
次に， A1203/InP 構造について，その電気的特性について述べた。金属/絶縁物/半導体 (MIS) 構造のダイオー
ドを試作し，その容量ー電圧 (C-V) 測定を行い， Terman 法を用い，エネルギーバンドギャップ内の界面準位密度を
測定した結果を示した。上記の界面原子構造の結果と対応させて，界面の乱れた層の増加にともない，界面準位密度









第 2 章において， CaF2/GaAs や A1203/GaAs 構造および Alz03/InP 構造の界面原子構造の高エネルギーイオン
散乱法による研究の成果が述べられている。まず，測定データの定量的な解釈のためのコンビューターシミュレーシ
ョンの結果について述べ，実験結果と比較し，それぞれの界面原子の乱れについて，定量的に明らかにしている。
第 3 章では ， A1203/InP 構造について，その電気的特性について述べている。金属/絶縁物/半導体 (MIS) 構造
のダイオードを試作し，その容量一電圧 (C-V) 測定を行い， Terman 法を用い，エネルギーバンドギャップ内の界面
準位密度を測定した結果を示している。第 2 章の結果と比較して，界面の乱れた層の増加にともない，界面準位密度
が増加することをはじめて明らかにしている。また， 1.3XI011 cm-2eV-l の非常に低い界面準位密度も得られている。
第 4 章では，第 3 章までに明らかにされた最も界面準位密度が低い絶縁膜製膜条件で，ゲート絶縁膜 (A1203 ) を製
膜し，電界効果型トランジスタを試作している。その結果，比較的高い移動度 (1180 cm2V-lçl) が得られることを実
証している。
以上のような本論文の内容はIII-V族化合物半導体の電子デバイス分野における技術の発展に寄与するものであり，
本論文は，工学博士の学位論文として価値あるものと認める。
